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Os parAmetros de ruido de quadripolos dependem essencialmente da admit6ncia do circuito de entrada
de modo que deve-se prover um meio de controld-la na etapa de caracterizagSo. Tradicionalmente tem-
se utilizado sintonizadores coaxiais ou em guias de ondas que apresentam dificuldade de acesso a plano

de medidas (junto ao quadripolo), introduzindo um maior grau de erro na caracterizagdo. Empregando-

se sintonizadores em microlinhas juntamente com programas de computagSo adequados, 6 possivel

determinar as admitancias nos planos desejados. Desta forma, procedeu-se a caracterizagSo de uma

s6rie de transistores GaAs MESFET em 1,.7 GHz. Com sintonizadores em microlinhas e circuladores,

construiu-se dois amplificadores: O primeiro apresentou 16.0 dB de ganho de pot€ncia e 2.7 dB de

Figura de ruido e o segundo 15.0 dB de ganho de potdncia e 1.4 dB de figura de ruido. Um amplificador
integrado projetado a partir dos par6metros obtidos e que apresentem estas mesmas caracteristicas

tem condigdes de substituir amplificadores param6tricos em sistemas meteorol6gicos , que operem na

mesma frequAncia.


